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Abstract  

CMOS with high-k dielectric were developed by using gate-last process or gate-first process. In 
near future, …------ -------------------------- ------ -------------------- ----------------- (12 point) 
Abstact は英文 
 
１．はじめに  (11 point) 

 
高誘電率ゲート絶縁膜 (high-k) を用いた

CMOS は、ゲートファストプロセス或いはゲー

トラストプロセスで…… 
 
２．実験条件 
 

 ｐ型シリコン基板（100）に HfO2 膜を ALD
法で作製した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure Caption は英文 
 
 
３．結果 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 中略 
 
 
４．まとめ 

 
ゲートファストプロセスでは従来プロセス

を踏襲できる利点が、…… …… ……… … 

… …… ……………. 
 
 
本研究は、？？？によってサポートされた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 Schematic illustration of CMOS 
structure  (12 point) 
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